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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semiconductor structure comprising the following steps: a) providing
a working layer made of a semiconductor material; b) providing a carrier substrate made of a semiconductor material, ¢) depositing
a film composed of a semiconductor material different from that or those of the working layer and of the carrier substrate, having a
thickness of less than 50 nm, on the free face to be joined of the working layer and/or on the free face to be joined of the carrier substrate;
d) forming an intermediate structure, comprising directly joining, along a bonding interface extending along a main plane, the free faces
to be joined of the working layer and of the carrier substrate, respectively, the intermediate structure comprising an encapsulated film
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originating from the one or more films deposited in step c); €) annealing the intermediate structure at a temperature higher than or equal
to a critical temperature, so as to bring about segmentation of the encapsulated film and form the semiconductor structure comprising
an interface region between the working layer and the carrier substrate, said interface region comprising: - regions of direct contact
between the working layer and the carrier substrate; and - agglomerates comprising the semiconductor material of the film, and having
a thickness, along an axis normal to the main plane, of less than or equal to 250 nm; the regions of direct contact and the agglomerates
being adjacent in the main plane.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure semi-conductrice comprenant les étapes suivantes : a) la
fourniture d'une couche utile en un matériau semi- conducteur, b) la fourniture d'un substrat support en un matériau semi- conducteur, c)
le dépot d'un film composé d'un matériau semi-conducteur différent de celui ou ceux de la couche utile et du substrat support, présentant
une épaisseur inférieure a 50 nm, sur la face libre a assembler de la couche utile et/ou sur la face libre a assembler du substrat support, d)
la formation d'une structure intermédiaire, comprenant un assemblage direct, le long d'une interface de collage s'étendant selon un plan
principal, des faces libres a assembler respectivement de la couche utile et du substrat support, la structure intermédiaire comprenant un
film encapsulé issu du ou des film(s) déposés lors de 1'étape c), €) le recuit de la structure intermédiaire a une température supérieure ou
égale a une température critique, de maniere a provoquer la segmentation du film encapsulé et a former la structure semi-conductrice
comprenant une zone d'interface entre la couche utile et le substrat support, ladite zone d'interface comportant ; - des régions de contact
direct entre la couche utile et le substrat support, et - des agglomérats comprenant le matériau semi-conducteur du film, et présentant
une épaisseur, selon un axe normal au plan principal, inférieure ou égale a 250 nm; les régions de contact direct et les agglomérats
étant adjacents dans le plan principal.



